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典型应用图

 22A 4.5V~24V输入，低静态电流
兼容同步和异步外围应用，DC-DC升压IC
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CS57066C 异步升压应用电路图
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备注: 
（1）L1功率电感的饱和电流值须大于所设定的电感峰值电流，并留有足够余量。
（2）功率电阻R 用来设定电感峰值电流值，须紧靠其两端进行抽头。SENSE

（3）肖特基二极管D1、D2并联后的饱和电流值须大于所设定的电感峰值电流，并留有足够余量。
（4）须从输入电源电容上单独引线到芯片第8脚。
（5）异步应用中，芯片的散热片是芯片流大电流的开关节点SW，而此时芯片第18脚必须接地。
（6）图中红色实线为流大电流路径。
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CS57066C外加功率NMOS管的同步应用
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CS57066C 同步升压应用电路图
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备注: 
（1）L1功率电感的饱和电流值须大于所设定的电感峰值电流，并留有足够余量。
（2）功率电阻R 用来设定电感峰值电流值，须紧靠其两端进行抽头。SENSE

（3）注意应用图中同步上管Q 的源漏方向。H

（4）D 选型为60V@700mA肖特基二极管。BOOT

（5）须从输入电源电容上单独引线到芯片第8脚。
（6）图中红色实线为流大电流路径。
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ESD范围

±2KVHBM(人体静电模式)

±200VMM( 机器静电模式) -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

2热效应信息

        

订购信息

参数 描述 数值 单位 

θJA 封装热阻-芯片到环境热阻  36 ℃/W 

θJC 封装热阻-芯片到封装表面热阻 17 ℃/W 

 

产品型号 封装形式 器件标示 包装尺寸 卷带宽度 数量 

CS57066C TSSOP20L-PP   13” 8mm 5000 units 

 

FAJG

X

CS57066C

      XXXX

1.

2.

上述参数仅仅是器件工作的极限值，不建议器件的工作条件超过此极限值，否则会对器件的可靠性及寿命产生影响，甚至造成永久性损坏。

PCB板放置CS57066C的地方，需要有散热设计，使得CS57066C底部的散热片和PCB板的散热区域相连。

        

1极限参数表

推荐工作环境

参数 描述 数值 单位 

VMAX 

EN, ISNS-, ISNS+, VIN, HDRV, SW, BOOT            -0.3~40  V 

GT1,GT2

VCC 

RT/CLK, SS, COMP, FB -0.3~6 

T  J 结工作温度范围 -40~150 ℃ 

TSTG 存储温度范围 -60~150 ℃ 

TSDR 引脚温度（焊接 10s） 260 ℃ 

 

参数 描述 数值 单位   
VIN 输入电源电压范围 4.5 ~ 24  V 

VOUT 输出电压范围 VIN ~ 33 V 

VEN 使能电压范围 0 ~ VIN  V 

VCLK 外部开关频率逻辑输入范围 0 ~ 3.6 V 

T  J 结工作温度范围 -40~125 ℃ 

T  A 环境温度范围 -40~85 ℃ 

-0.3~20 V 

-0.3~12 V 

V 
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CS57066C

PCB版图建议
请尽量参照我司Demo布局布线。

同步应用图

异步应用图






	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13

